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有機トランジスタは、フレキシブルエレクトロニクスを支える重要な技術として研究が盛んに

行われている。特にポリマー材料を絶縁膜に用いたデバイスは、酸化物などを用いたデバイスと

比較して高いフレキシブル性、プロセスの簡便さという特徴から注目を集めている。一方、酸化

物などを用いたデバイスと比較して、ポリマー絶縁膜表面の改質手法は限られており、高特性か

つ低電圧駆動を有する有機トランジスタの実現は、非常に難しい課題の一つであった。 

本研究では、ゲート絶縁膜にポリマーの一種であるパリレンを用い、絶縁膜を 70 nmまで薄膜

化を行うことで低電圧駆動する有機トランジスタの作製を行った。さらに、絶縁膜表面に数層の

トリプチセン誘導体を成膜することで、絶縁膜表面の改質を行った。半導体層には DNTT と

PDI8-CN2を用いることでそれぞれ p-typeと n-typeの有機トランジスタを作製した。作製したデバ

イスは 10 V以下の低電圧で駆動し、良好な特性を示しており、移動度はそれぞれ 2.0 cm2/Vs、 

0.02 cm2/Vsであった。さらに、これらの有機トランジスタの集積化を行うことで、CMOSイン

バータ回路と 5 段の CMOS リングオシレータの作製を行った(図 1)。作製したリングオシレータ

は 1 V以下の電圧で駆動し 300 Hz、10 Vで 4.3 kHzで発振することを確認できた(図 2, 3)。これら

の結果は、ポリマー材料を用いたリングオシレータにおいて、2 V 以下の駆動では世界最速を実

現した。 

 

 

Fig. 1 Picture of 5-stage     Fig. 2 Output signal of 5-stage      Fig. 3 Operatinal voltage dependence of 
     CMOS ring oscillator       CMOS ring oscillator             signal delay and amplitude voltage 
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